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【はじめに】 

SnSe 単結晶の b 軸方向における無次元性能

指数は 923K において ZT=2.6 と極めて高い値

を示すことが報告された[1]。しかし SnSeは高

い蒸気圧を有するため、溶融・凝固の際には真

空封入など特別な設備が必要となる。そこで本

研究では、簡便で真空封入することなく溶融成

長させることが可能な二重管封入式の温度勾

配法を開発し、フレキシブルな熱電発電デバイ

スの開発を念頭に置いた SnSe厚膜の融液成長

を試みた。様々な基板材料の上に SnSe厚膜の

作製を試み、種々の作製条件が結晶性などに与

える影響について検討した。 

【実験方法】 

底面が正方形（10mm×10mm）の形状を有

する石英容器の底に(100)MgO 基板を固定し、

その上に、Snと Seのモル比が 1:1であること

を確認した SnSe粉末を充填した。石英容器の

内側のサイズとほぼ同程度のサイズを有する

石英製のロッドを石英容器に挿入し、縦型管状

電気炉内に上記試料を設置した。不活性雰囲気

のもと、試料を 1100ºC まで加熱することで

SnSeを溶融させた。この温度で 60分間保持し

た後、650ºCまで降温レート 10ºC/hourで冷却

した。このとき、試料の温度勾配は 4.0ºC/mm

であった。 

得られた試料の結晶性評価にはX線回折法、

組成比評価にはエネルギー分散型 X 線分光法

を用いた。 

【実験結果及び考察】 

Fig. 1に得られた厚膜の 2θ/ω回折パターン

を示す。また図中右上には試料の組成分析結果

を示す。SnSeの回折ピークの他には MgOの回

折ピークしか見られず単相の SnSe膜が得られ

た。また SnSe の回折ピークに注目すると、

SnSe(h00)面が強く配向していることがわかる。

試料表面の組成分析を行ったところ、わずかで

はあるが Se-poorとなっていることがわかった。 

試料の表面形態や熱電特性などの詳細につ

いては当日に報告する。 

 

Fig.1 X-ray diffraction pattern of SnSe thick film 

grown on MgO substrate. 
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